







































































Preparation of SiC thin films using dual pulsed laser deposition method




























































レーザ Pulsed Nd:YAG Laser
波長 532 nm，1064 nm







基板-ターゲット間距離 d = 6.0 cm
基底真空 ＜ 4.0×10-4 Pa
ガス メタン(CH4)ガス
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